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스핀 홀 효과를 위한 산화물 박막 제조
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1. 서 론
스핀트로닉스 응용을 위한 물질은 일반적으로 높은 스핀 분극과 긴 스핀 자유경로를 가져야한다. 높은 스핀 분

극을 위한 물질로는 반금속(half metal), 긴 스핀 자유경로를 위한 물질로는 자성 반도체(magnetic semiconductor)
가 필수적이다. 하지만, 반금속은 완전한 스핀 분극을 이루지만 스핀 자유경로가 짧고, 자성 반도체는 스핀 자유경

로가 길지만 완전한 분극을 이루지 못한다. 따라서, 이 두 조건을 다 만족시키기 위한 새로운 물질계인 틈없는 자

성 반도체인 를 제안하고자 한다. 틈없는 자성 반도체인 물질을 홀 효과(Hall effect)에 적용한다면, 완전

히 분극된 스핀 업 홀(또는 전자)과 완전히 분극된 스핀 다운 전자(또는 홀)로 나눠질 것이다. 이러한 결과는 특이

하게도 외부의 자극없이도 스핀을 완전히 분극시킬 수 있는 스핀 홀 효과와 매우 유사하다. 따라서 강한 스핀-궤도 

상호작용을 가지는 반도체에서의 효과적인 스핀 홀 물성을 연구하고자 새로운 산화물인 박막을 제조하

기 위한 방법을 제안하고자 한다.

2. 실험방법
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3. 실험결과

   

4. 고 찰
여러 가지 기판을 사용해 박막을 만들어본 결과 기판을 이용한 박막이 가장 적은 impurity peak을 보

이며 highly oriented된 양상을 보이나 아직 완벽히 continuous한 모습을 보이지 않았다. 그러나,   벌크와 

박막의 자성 측정을 비교한 결과,   벌크와 비슷한 성질을 볼 수 있었다. 또한, 기판에서 증착한 

는 MT측정결과 50 K 이하에서 강한 온도의존성을 보인다.

5. 결 론
박막을 제조하는데 증착온도와 시간, PLD의 laser 파워와 방출률을 달리한 결과, 최적의 박막제조를 

위한 조건을 찾아 가고 있으며, 동시에 이차상이 존재하지 않는 최적의 기판 조건에 대한 결과를 발표하고자 한다. 
현재까지의 진행상태는 균일한 박막을 성장시키지 못하였지만, 이는 기판의 격자구조에 의한 변형 때문이라고 예

상되어, 와 비슷한 격자상수를 가지고 있을 것이라고 예상되는 새로운 기판에서 새로이 형성된 박막에 

대한 새로운 물성 결과를 발표할 것이다. 그리고 더 epitaxial한 박막을 만들기 위해 다양한 노력을 기울일 것이다.
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